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Beschreibung 

Die Erfindung bctrifft cine integrierte Hslbleiteran- 
ordnung und cin Verfahren zu dercn Hersteilung nach 
demOberbegriff der PatentansprOche 1.8 und 10. 

Die Erfindung findet Anwendung bei der Hersteihing 
von sogenannten CMOD-Schaltungen. Diese Schaltun- 
gen enthaJte.njnindestens eine Scrienscbahung aus zwei 
komplementaren MOD (mod uiauonsdoijerten)-Feidef- 
f ek ttra nsistoren* (MOD- FET^z. B. eine Serienschakung 
aus eincm n- Kan al- MODFET und einem p-Kanal- 
MODFET. MODFET besitzen hohe Ladungstrftgerbe- 
weglichkeiten, so dafl CMOD-Schaltungen hohe SchaJt- 
geschwindigkeiten crreichen. Eine derartige Schal- 
tungsanordnung ist aus der DE-OS 37 31 000 bekannt. 
bei der auf einem Si-Subs trit zwei MODFET nebenein- 
ander angeordnet sind und die gleiche Kanal-Halblei- 
terschichtenfolgen besitzen. Derartig angeordnete 
CMOD-Schaltungen erfordem lange elektrische Zuiet- 
lungen und es entstehen relativ groOe Bahnwiderstande, 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
eine gattungsgeroifie HaJbieiteranordnung und cin Ver- 
fahren zu dercn HersteUung anzugeben. bei der konv 
pakte, kurze elektrische Zuleitungen herstell bar sind. 

Diese Aufgabe wird gelost durch die im kennzeich- 
nenden TeU der Patentanspruche 1. 8 und 10 angegebe- 
ncn Merkmale. Vorteilha/te AusgestaJtungen und/oder 
Wetterbildungen sind den UnteransprOchcn entnehrn- 
bar. 

Die erfindungsgemaOe CMOD-Anordnung hat den 
Vorteil, daB die komplementaren MODFET Ober einen 
gemeinsamen Gate-Kontakt ansteuerbar sind. Deswei- 
teren ist auch die MODFET- Anordnung so gewfthlt daO 
lediglich ein Drainkontakt benOtigt wird. Dadurch sind 
kompakte und kurze elektrische Zuleitungen fur die 
CMOD-Anordnung herstellbar. 

Bei den vertikal angcordnetc n ko mplementaren 
MODFET wcrden bekannte MODFET- St rukturcn fur 
die Einzelbauelemente verwendet Der Aufbau der Ein- 
zelbauelcmente kann jedoch im Hinblick auf die Ge- 
samtanordnung optimiert wcrden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von AusfOh- 
rungsbeispielen unier Bezugnahme auf scbematische 
Zeichnungen naher erlauiert. 

In Fig. 1 ist die Kontaktierung der crfindungsgemi- 
Gen CMOD-Anordnung schematises dargesteUL 

Die Fig. 2 und 3 zeigen beispielhafte Halbletter- 
schichtenfolgen far vertikal angeordnete komplementfr 
MODFET. 

In den Fig. 4 und 5 sind die Vcrfahrensschritte zur 
Hersteilung von vcrtikalcn und lateralen CMOD-An- 
ordnungen angegeben. 

Um eine Kontaktierung gemiB Fig. 1 von komple- 
mentlren MODFET zu ermogKchen, ist es beispielswei- 
se vorteUhaf t einen n-MODFET uber einen p-MODFET 
anzuordnen. FOr die Hersteilung einer derartigen An- 
ordnung wird beispielsweise auf einem p~-Si-Substrat 1 
eine Halbleiterschichtenfolge aus 

- einer undotierten Sio.tGeoj-Schicht 2 mil einer 
Schich tdicke von 1 0 bis 50 nm, 

- einer p " p + p " • Si-Schkhtenfolge 3, 4, 3 rait einer 
Gesamtdicke von ctwa 50 nm. 

- einer p+dotiertcn Atzstoppschicht 13 aus Si 
oder SiGe mit einer Schich tdicke von etwa 20 nra 

- einer undotierten Pufferschicht 6 aus SkusGecus 
mit einer Schich tdicke von etwa 300 nm, 

- einer undotierten Si-Schicht 7 mil einer Schichl- 



)1 167 Al 

2 

dicke von 10 bis 50 nm 

- einer n*n *n~-Sii -,Ce.-Schicbtenfolge 8, 9. 10 
mit einer Gesamtschichtdicke von etwa 30 nm und 
einem Ge- Antcil von x - 04, 

5 - eine n"-dotierten Si-Schtcht 11 mit einer 
Schich tdicke von etwa 20 nm. und 

- einer n + -dotierten Kontaktschicht 12 aus Si mit 
einer Schichtdicke von etwa 10 nm aufgebracht 
(Fig.2). 

10 

Di e aktiven Bauelementschichten fOr den p-MOD- 
FET sind die Schichten 2 bis 5 und fur den n-MODFET 
die Schichten 6 bis It. Die Ladungstrager werden bei 
einem derartigen Schichtaufbau jeweils aus der hochdo- 

is tierten Si-Schtcht 4 bzw. StGe-Schicht 9 in die p-Kanal- 
schicht des p-MODFET. die SiaiGe<u- Schich t 2, bzw. in 
die n-Kanalschicht des n-MODFET. die Si-Schicht 7, 
transportiert. An der Grenzschicht zwischen der 
SiojiGeco-Schicht 2 und der p" -Si-Schicht 3 wird ein 

20 zweidimensionales Lochergas (2DHG) erzeugt. An der 
Grenzschicht zwischen der Si-Schicht 7 und der n~ -Si- 
Ge- Schicht S wird cin zweidimensionales Elektronengas 
(2DEG) erzeugL Die zuaatziiche Kontaktschicht 12 ver- 
bessert die Kontaktfibigkeh der Source* und Drain- 

23 Kontakte des n-MODFET. Die zuaatziiche hochdotierte 
Si- oder SiGe-Schicht 13 kann einerseits ais Kontakt- 
schicht fur den p-MODFET verwendet werden ais auch 
als Atzstoppschicht, da zur Stmkturierung des p-MOD- 
FET die Halbleiterschichten 6 bis 12 bereichsweise weg- 

30 geatzt werden. 

Der Schichtaufbau der komplementlren MODFET 
kann auch durch weitere, fur herkOmmliche MODFET 
OWiche ModifikaUonen abgeandert wcrden. So kann 
z. R die Pufferschicht 6 weitere Heterostrukturschich- 

is ten oder ein Obergitter aus Si- und SiGe- Schichten ent- 
haltenu 

Die in Fig, 2 angegebene Schichtenfolge kann auch 
derart abgeandert werden, daS die p- MODFET- Schich- 
tea 2 bis 5 Ober den n-MODFcTT-Schichten 6 bis tl 

40 auf gewachsen werden. 

AuOerdem kann auch die folgende Halbleiterschich- 
tenfolge (Rg.3) fur eine CMOD-Anordnung. bei der 
z. B. der p-MODFET Ober dem n-MODFET liegt, ver- 
wendet werden. Der p-MODFET besitzt einen p-KanaJ 

45 aus einer Ge-Schicht 2a. 

FOr den n-MODFET ist auf dem Si-Substrat 1 eine 
Sii_»Ge»-Schicht 6a mit einem Ge-Antei) x > 0t5, und 
einer Schichtdicke von > 04 uJn als Puffer aufgewach- 
sen, um die mechanischen Verspannungen auszuglei- 

so chen, die durch unterschiedliche Gitterkonstanten des 
Si-Substrata und der Si-Ge-Schichten 7 bis 10 des 
n-MO DFET rustande kommen. Zwischen der n-MOD- 
FET- Schichtenfolge und der darauf abgeschiedenen 
p-MODFET- Schichtenfolge sind eine n*-dooerte Atz- 

ss stoppschicht 13 a und ein sog. Spacer 6b aufgewachsen. 
Der Spacer 6b besteht z, B. aus einer Sio^Geoj-Schicht 
mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm (Fig. 3). Die 
Schichten 6a, 6b konnen auch betde als Puffer schichten 
ausgebUdet werden, wo bei die Schicht 6a aus 

60 Si<u*Gea23 mit einer Schichtdicke von etwa 50 nm und 
die Schicht 6b aus SiojsCecvs mit einer Schichtdicke 
von 200 nm besteht 

Zur Hersteilung einer geeigneten CMOD-Schahung 
mit einer kompakten, kurzen Kontaktierung wird aus- 

65 gehend von den oben beschriebenen Halbietterschich- 
teniolgcn die obere MODFET-Schichtenfolge bis zur 
Atzstoppschicht 13 bereichsweise abgetra^en, etwa 
durch Mesa-Atzen. AnschlieCend wird die Atzstopp- 
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schicht 13 bis zur Schicht 5 entfernt Es entsteht die 
mesaformige obere MODFET-Stru ktur 14 (Fig, 4a). 

Danach wird die untcrc MODFET-Schichtenfolge 
mesaformig abgeitzt derart, daB zwischen dcr oberen 
und unteren MODFET-Struktur 14, 15 ein Gate-Zulei- 
tungs- Bereich 16 freigelegt wird. AuBerhalb der MOD- 
FET-Strukturen 14, 15 und im G ate- Zuleitungs- Bereich 
16 licgt das Substrac 1 frei (Fig. 4b). Gegebenenfalls ist 
es fOr eine einfachere Leiterbahnenfuhrurtg uber die 
Mesaflanken und eine bessere {ustiermdglichkett far die 
Atzmasken voneilhaft, einen Bereich 17 zwischen der 
oberen und unteren MODFET-Struktur 14. 15 ais Stufe 
etnzubringen. (Fig. 4b). Anschlie&end erfolgt die Struk- 
turiemng der Source-, Drain- und Gate- Kontakte. Die 
Source- Kontakte (18, 18a) we rden auf der Oberfllche 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14. 15 ge- 
trennt angeordnet (Rg. 4c). Ein gemeinsamer, die 
MODFET-Strukturen 14, 15 Oberlappender Drain- Kon- 
takt 19 wird auf der Oberflache der MODFET ange- 
bracht (Fig. 4c). Die elekthschen Zuleitungen 21b, 21c 
zu den Source- und Drain* Kootakten 18. 18a, 19 fohren 
Ober die Mesaflanken der MODFET-Strukturen 14, 15 
auf das Substrat 1. Die elektrischen Zuleitungen kdnnen 
auch uber ein auf der MODFET-ObcrfUche an den Me- 
sailanken aufgebrachte passivierende Schicht gefOhn 
werden. 

Da nur wenige Kontaktmaterialien. z. B, geterapertes 
Aluminium, eiruge SUizide. geeignet sind, sowohl auf et- 
ner rv als auch p-leitenden Schicht aufgebracht zu wer- 
den, ist es voneilhaft. unterschiedlich leitfihige Zonen 
auf der Oberflache der MODFET-Strukturcn 14, 15 fur 
die ohmschen Kontakte zu implantieren oder geeignete 
ohmsche Kontakte aus unterschiedlichen leitfahigen 
Materialien auf den MODFET-OberfUchen aufzubrio- 
gen und anschiieOend eine einfaettltche MetaJlisierung 
z. B. rait A I, durchzufOhren. Dadurch wird die Kontakt* 
fahigkeit der Source- und Drain- Kontakte optiraiert 
und es wird ein fur die Koniaktbildung bei gieichzeitiger 
Herstellung der ohmschen Kontakte notwendiger Tern- 
perschriu eingesparL 

Nach der Herstellung der ohmschen Kontakte 18, 
18a. 19, die enrweder beim Legieren oder Aktivieren der 
implantierten n*- und p + -Zonen einen Temperschritt 
erfordem, wird der Gate-Konukt 20 hergestellt 
(Fig. 4c). Es wird eine gem ein same deo o- und p- Bereich 
der oberen und unteren MODFET-Struktur 14, 15 Ober- 
lappender und uber den Gate- Bereich 16 f Oh render Ga- 
te-Konukt 20 aufgebracht. Fur eine Si/SiGe-CMOD- 
Struktur eignen sich zur Herstellung etnes Gate als 
Schottky- Kontakt z, & Ti oder MoS ii oder CrSh. 

Alternativ kann auch ein MIS-Gate mit einer dflnnen 
Isotatorschicht von erwa 20 bis 50 nm unter dem metalb- 
schen Gate-Kontakt hergestellt werden. Die eJekthsche 
Zuleitung 21a zum Gate-Kontakt 20 wird zwischen den 
MODFET-Strukturen 14, 15 im Bereich 16 auf das Sub- 
strat 1 aufgebracht 

Fur die elektrischen Zuleitungen far die Gate-, Sour- 
ce* und Drain- Kontakte wird z, BL Al oderTiAu verwen- 
det Die elektrischen Zuleitungen sind moglichst dick 
gestaltet mit einer Dicke von mindestens 0,2 um, 

Ein weiteres AusfOhrungsbeispiel fttr eine CMOD- 
Anordnung ist eine laterale Anordnung der MODFET. 
Zu deren Herstellung wird eine Halbleiterschichtenfol- 
ge gemafl der DE-OS 37 31 000 verwendei bei der auf 
einem Si-Substrat 1 eine undotierte SiGe- Puff erschich- 
ten 2 und darauf die Kaoahchichten 24. 25, 26 aus i-Si, 
i-SiGe und i-Si aufgebracht sind (Fig. 5a> 

In dieser Scfaichtenfolge werden die Ladungstriger 



aus implantierten Bereichen 27. 28, 29. 30 lateral in den 
n- und p-Kanal abgegeben. Die implantierten Bereiche 
27. 28 fi)r z. B. p-Leitung uod die implantierten Bereiche 
29, 30 fur z. B. n-Leitung werden gemaB Rg. 5a hinter- 

3 einander in die Halbleiterschichtenfolge eingebracht 
Die Tiefe der Implantationsbereiche 29, 30 muO uber die 
i-SiGe-Schicht 25 hinausreichen in der das 2DHG 31 
erzeugt wird (Fig. : 5a> Die Implanutiorubereiche 27. 
28 mOssen bis in die i-Si-Schicht 24 ausgebildet werden. 

to da sich in der i-Si- Schicht das 2 DEG bildet. Das Implan- 
tationsprofil dcr Bereiche 27. 28. 29. 30 muB eine geringe 
OberfUchenkonzentration(< 10 17 cm" J ) und eine hohe 
Konzeniration(> tO^cm"* von Udungstrigern im Be- 
reich des 2DHG bzw. 2D EG aufweisen. Dadurch ist 

t5 gewahrleistet. daO ein guter Schottky- Kontakt als Gate- 
Kontakt auf der Oberflache der CMOD- Anordnung. 
der die Implantationsbereiche 27, 28 bzw. 29. 30 Obcr- 
lappt, hergestellt ist. AuBerdem wird dadurch eine hohe 
Ladungstrlgerflachendichte im 2DHG bzw. 2 DEG er- 

» zieJt Derartige Implantauonsprofile werden erreicht, 
z. B. mit Implantaten wie BFi oder As bei Energien urn 
20 keV. 

Da sich jedoch gering dotterte Bauelementoberfll- 
chen fur ohmsche Kontakte nur sehr schlecht eignca 

*s werden vorzugsweise zusltzHch zu den implanrierten 
Bereichen 27, 28, 29 30 n +- bzw. p ♦ -dotierte Zonen 32. 
33, 34, 35 in die Halbleiterschichtenfolge eingebracht 
(Fig. 5b). Auf diese hochdo bene n Zonen 32, 33, 34. 35 
werden gemifl Fig. 5c die Source- und Drain-Konukte 

30 36, 37. 38 mit geeigneten Metallisierungsverfahren auf- 
gebracht. Die Source- Kontakte 37. 38 sind getrennt auf 
der CMOD-Anordnung aufgebracht. Als Drain- Kon- 
takt fOr den n- MODFET und den p- MODFET ist ein 
gemeinsamer ohmschcr Kontakt geeignet Anschlie- 

35 Bend wird ein gemeinsamer Gate-Kontakt 39 zwischen 
den Source- Kontakt en 37, 38 und dem Drain- Konukt 
36 hergestellt (Rg. 5c> Der Gate-Kontakt 39 ist so di- 
mensioniert, daB er die n- und p- Bereiche 27. 28. 29, 30 
Qberiappt Dadurch wird eine seitliche EinschnOrung 

40 des 2DHG bzw. 2DEG durch eine tiefe Raumladungs- 
zone unter einer gering dotierten Oberflache z. B. der 
i-Si-Schicht 26 vermieden. Die elektrische Gate-Zulei- 
tung 40 ist zwischen den Source-Kontakten 37. 38 ange- 
ordnet. 

45 Als Kontaktmaterialien eignen sich fOr diese Si/SiGe- 

CMOD- Anordnung At oder SUizide. 

Die Erfindung ist nicht auf die in den Ausf Ohrungsbei- 

spielen angegebenen Materialien beschrankt. FOr eine 

vertikale CMOD-Anordnung gemaB den Fig. 4a — c eig- 
so net sich beispielsweise eine Halbleiterschichtenfolge auf 

einem semusolierenden GaAs-Substrat aus 

- einer undotierten GaAs-Schicht, 

- einer p " -dotierten GaAIAs-Schicht als Spacer, 
55 - einer p * -dotierten GaAIAs-Schicht, 

- einer p" -dotierten GaAs-Schicht, 

- einer Puf ferschicht aus GaAlAs oder Ga As, 

- einer undotierten GaAs-Schicht, 

- einer n "dotierten GaAl-Schicht als Spacer, 
60 - einer n * -dotierten GaAJ As- Schicht. 

- einer n" -dotierten GaAIAs-Schicht als Spacer, 
und 

- einer n~ -dotierten GaAs-Schicht 

as FOr eine laterale CMOD-Anordnung gemaB den 
Fig. 5a -c eignct sich z. a eine Halbleiterschichtenfolge 
auf ein GaAs-Substrat aus 
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- einer GaAs-Pufferschicht 

- einer undotierten GaAs-Schicht 

— einer undotierten GaAlAs-Schicht und 

— einer undotierten GaAs-Schicht 

5 

Als Implantationsmaterial fur die p-Bereiche eignet 
sich 2. B. Be und fQr die n-Bereiche Si 

PatentansprQche 

to 

t. Integriene Halbleiteranordnung. bei der auf ei- 
nem Halbleitersubstrat mindestens zwei komple- 
menUre modu iationsdotierte Feldeffekttransisto- 
ren (MODFET) angeordnet sind dadnrch gekenn- 
zeichnet. is 

— daB zumindest zwei komplementlre MOD* 
FET vertikal oder lateral hintereinander aul 
einem Halbleitersubstrat angeordnet sind, 

— daB die komplementaren MODFET einen 
gemeinsamen symmetrisch abgreifbaren Ga- to 
te-Kontakt besitzen, und 

— daB fQr die komplementaren MODFET ein 
gemeinsamer Drain* Kontakt aus gleichem 
Kontaktmaterial hentellbar ist 

2. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch zs 

1, dadurch gekennzeichnet 

— daB die komplementaren MODFET hinter- 
einander vertikal angeordnet sind und 

— daB die Ladungstrager aus einer hochdo- 
tierten Haibleiterschich t d es jeweiligen jo 
n- MODFET und p-MODFET vertikal in den 
n-KanaJ oder p-Kanal der MODFET transpor- 
tiert werden. 

3. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 

2, dadurch gekennzeichnet daB auf einem Si-Sub* as 
strat (t) eine Si/SiGe -Haibleiterschicht en folge fur 
mindestens zwei kom piemen tire MODFET aufge- 
wachsen ist so daB cine Halbleiterstmktur entst eht 
bei der der n-MODFET Uber dem p-MODFET an* 
geordnet ist 40 

4. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, daB aul einem Si-Sub* 
strat (1) eine Si/SiGe-Halbleiterschicht cnfo lgc fur 
mindestens zwei komplementlre MODFET aufge- 
wachsen ist so daB eine Halbleiterstruktur ent- 45 
stent bei der der p-MODFET uber dem n-MOD- 
FET angeordnet ist. 

5. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden Anspruch e, dadurch gekennzeich- 
net. daB sich das zweidimensionaie Lochergaa 50 
(2DHG) des p-MODFET an der Grenzschicht zwi- 
schen einer undotierten SiGe-Schicht und einer 
p~-dotierten Si-Schicht bildeL 

6. Integriene Halbleiteranordnung nach einem der 
vorhergehenden AnsprOche I bis 4, dadurch ge- 55 
kennzeichnet daB sich das zweidimensionaie L6- 
chergas (2DHG) an der Grenzschicht zwischen ei- 
ner undotierten Ge-Schkht uod einer p~-dotierten 
SiGe-Schicht biMet 

7. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem der » 
vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net. daB sich das zweidimensionaie Elektronengas 
(2DEG) an der Grenzschicht zwischen einer undo- 
tierten Si-Schicht und einer n* -do tiert en SiGe- 
Schicht bildet 65 
& Verfahren zur Herstellung einer tntegrierten 
Halbleiteranordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
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— daB auf ein Halbleitersubstrat (t) eine Halb- 
leiterschichtenfolge fur komplementlre 
MODFET epitaktisch aufge wachsen wird die 
zwischen der n- und p-MODFET-Strukrur ei- 
ne hochdotierte Atzstoppschicht (13) enthllt 

— daB die obere MODFET-Schichtenfolge bis 
zur Atzstoppschicbt (13) teilweise durch Mesa- 

. Atzen entfernt wird und eine obere MQDFET- . 
Struktur (14) hergestellt wird 

— daB anschlieBend die Atzstoppschicht (13) 
entfernt wird und die untere MODFET-Struk- 
tur (15) durch Mesa-Auen hergestellt wird 
dc ran, daB auBerhaib und zwischen der obe- 
ren MODF ET-S truktur (14) und der unteren 
MODFET-Struktur (15) das Substrat freige- 
legt wird und ein Gate-Bereich (16) hergestellt 
wird (Fig. 4bX 

— daB anschlieBend die Source- und Drain- 
Kontakte (18, 18a, 19) hergestellt werden. der- 
art daB die Source- Kontakte (18. 18a) auf der 
Oberflachc der unteren und oberen MOD- 
FET-Struktur (14, 15) getrennt angeordnet 
werden oder ein gemeinsamer. die MODFET- 
Struktur en (14, 15) Oberlappender Drain- Kon- 
takt (19) hergestellt wird 

— daB ein die obere und untere MODFET- 
Struktur (14. 15) uberlappender Gate-Kontakt 
(20) hergestellt wird 

— daB die elektrischen Zulettungen (21a. 21b. 
21c) zu den Source-. Drain* und Gate- Konuk- 
ten auf dem Substrat (1) gefuhrt werden. und 

— daB die Gate-Zuieitungen (21a) zwischen 
den Source -Kontakten (18. 18a) im Gate-Zu- 
leitungs-Bereich (16) gefuhrt wird (Fig. Ac). 

9. Integrierte Halbleiteranordnung nach Anspruch 

I, dadurch gekennzeichnet 

— daO die komplementaren MODFET hinter- 
einander lateral auf dem Substrat angeordnet 
sind und 

— daB die Ladungstrager aus implantierten 
Bereichen lateral in den n* und p-Kanal der 
MODFET transportiert werden. 

tOL Verfahren zur Herstellung von Source-, Drain- 
und Gate- Kontakten fur eine integrierte Halblei- 
teranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekeno- 
zeichnct 

— daB in die n- und p-implantierten Source- 
und Drain- Bereiche (27, 28. 29. 30) der komple- 
mentiren MODFET n+- und p*-implan tiert e 
Zonen (32. 33, 34. 35) fQr die obmschen Kon- 
takte eingebracht werden (Fig. 5bX 

— daB mit einem geetgneten Metailisierungs- 
verfahren ein gemeinsamer Drain- IContakt 
(36) und getrennte Source- IContakt e (37. 38) 
auf der Oberflache der CMOD-Anordnung 
hergestellt werden, 

— daB zwischen Source- und Drain- Kontak- 
ten (36, 37, 38) ein Gate-Kontakt (39) einge- 
bracht wird (Fig. 5c\ 

— daB der Gate-Kontakt (39)derart dimensio- 
niert wird daB das Gate- Me tail mit den im- 
plantierten Source* und Drain- Bereichen 
uberiappt und 

— daB die elektrische Gate-Zuleirung (40) zwi- 
schen den Source- Konuk ten angeordnet wird 

II. Integrierte Halbleiteranordnung nach einem 
der vorhergehenden Ampruche, dadurch gekenn- 
z ichnet daB der Gate-Kontakt ab Schottky-Kon- 
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tiki ausgebildet isL 

12. Iniegnerte Halbleiteraoordnung nach einem 
der Anspruche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, 
da & das Gate a Is MIS-Gate ausgebiidet ist. 

— 5 
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Abstract (Basic): OE 4101167 A 

The layout for CMOS FETs features a single gate 
contact and a common drain contact for both transistors. 
The layout is applicable for a variety of semiconductors 
materials and may be configured either vertically or 
laterally. The lateral arrangement for silicon comprises 
a silicon substrate (1) with an overlying undoped SiGe 
buffer layer covered by intrinsic Si (24), SiGe (25), and 
Si (26) layers. P-type (27, 28) and n-type (29,30) regions 
are formed by implantation and extend to the i-Si layer 
(24) and the i-SiGe layer (25) respectively to enable the 
formation of two dimensional electron or hole (p or n) 
channels. 

The p and n-type regions are covered by metallic areas 
forming a common drain contact (36), separate n and p-type 
source contacts (27, 28) and a single gate (39,40) contact, 
the latter being arranged to overlap the implanted p and n- 
type regions to assist channel formation. 

ADVANTAGE - Reduces contact width^and substrate 
area required for CMOS FETs. 



